Resonanzdrosseln
fiir hohe Strome

RE

INDUCTIVE COMPONENTS
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Baureihe CHI 510

Type CHI 511 J/..

25..50A
0,1..0,18 mH
Anwendungen:

Getaktete Stromversorgungen, insbesondere mit

Resonanzwandler, hohe Leistung.

Nennspannung Betriebstemperatur
750 V~ -40 °C...+140 °C
Prifspannung/Test voltage/Tension d'essai Geprift nach
Up = 2,5 kV/50 Hz/2 sec. (Wicklung/Gehause) EN 138000
Nenninduktivitat Bauform

+ 10 % bei 10 kHz

liegend, vergossen, im AL-StrangguR-Gehause

Vorteile:

e Geringe Ummagnetisierungsverluste

e Konstante Induktivitat
e Niedrige Streuinduktivitat
[ )

Mechanisch hoch belastbar, auch bei

vertikaler Anordnung

e Sehr gute Warmeableitung Uber

groRe Kihlrippenflache
e Temperatur bis 140 °C
e Nach UL 94 V-0
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Technische Daten
Nenninduktivitat Nennstrom Gleichstrom- Profillange
Type BV-Nr. Ly (mH) In (A) widerstand L
Ry (MQ) der Drossel
in mm
CHI 511 J/25/0,18 942858 0,18 25 42 50
CHI 511 J/36/0,16 942859 0,16 36 29 75
CHI 511 J/50/0,100 941827 0,100 50 18 98

Frequenz bis 10 MHz

Frequency up to 10 MHz

Fréquence jusqu’a 10 MHz
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Resonanzdrosseln

Grundlagen

Far den Aufbau von Schwingkreisen werden
Kapazitaten und Induktivitdten bendtigt. Sie legen mit
ihrer Kapazitat und ihrer Induktivitat die Eigenfrequenz
des Schwingkreises fest. Man unterscheidet zwischen
Reihenschwingkreis und Parallelschwingkreis.
Entsprechend dieser Schaltungsanordnung
unterscheiden sich auch die Anforderungen an deren
Bauelemente. Im Schwingkreis, der an fester
Wechselspannung liegt, ist bei Resonanz die
Wechselstromstarke am gréften und sein Widerstand
am kleinsten. Die Blindteilspannungen U, und U¢ sind
um ein Q-faches gréRer als die Gesamtspannung.
Wobei Q den Ausdruck der Gulte des
Reihenschwingkreises darstellt.

Q = ULI U= UCIU Q = XLIRres = XCIRres

Der Resonanzwiderstand Ryes, ist der Verlustwiderstand
des Reihenschwingkreises. Diesen gilt es so gering wie
moglich zu halten, um die bestmogliche Giite zu
erreichen.

Im Parallelschwingkreis ist bei Resonanz der
Gesamtstrom in der Zuleitung am kleinsten, der
Widerstand des Parallelschwingkreises aber am
groRten. Das bedeutet, da in der Drossel und dem
Kondensator die Q-fachen Strome zum Gesamtstrom
flieBen.

Q= IL/ = |c/| Q= XL/R =da X|_>>Xc

Diese Kriterien sind bei der Auslegung unserer
Resonanzdrosseln berticksichtigt worden.
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